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Relazione per la prova finale
Ricerca e sviluppo di ricoprimenti a film sottile di SiO₂, 

depositati attraverso tecnica PECVD
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INTRODUZIONE
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Servizio tecnologia 
delle superfici

e superconduttività
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INTRODUZIONE
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Celle fotovoltaiche

Film duri Lenti ottiche

Film protettivi e decorativi
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OBIETTIVI DEL LAVORO
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SiO2 via PECVD

Studio 
parametri gas

- Ossigeno

-Argon

Caratterizzazione
-SiO2

-Plasma
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TECNICA PECVD

Un composto volatile (precursore) viene inserito con altri gas di processo all’interno della camera di 

deposizione, i reagenti attivati dal plasma reagiscono e formano un prodotto solido che si deposita sul 

substrato.

Il processo viene effettuato in vuoto medio (102-10-1Pa).

L’elettrodo alimentato in radiofrequenza (13.56MHz) assicura un corretto autosostentamento del plasma.
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Vantaggi tecnica PECVD 

• Bassa temperatura

• Deposizione su strutture complesse

• Buona adesione

• Alta velocità

• Elevata densità del film
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MATERIALI E STRUMENTI

̶ Flussimetri

̶ Vacuometri

̶ Camera di deposizione

̶ Alimentazione RF

̶ Sistema da vuoto

̶ Sistema di raffreddamento

Impianto di deposizione

̶ Ossigeno (O2)

̶ Argon (Ar)

̶ Esametildisilossano (HMDSO)

Gas reagenti
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PROCEDURA DI CARATTERIZZAZIONE
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Spettrometria a emissione ottica   →   Composizione plasma Profilometria →   Spessore film

Spettroscopia FT-IR   →   Composizione film
AFM   →   Rugosità film
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PROCEDURA DI DEPOSIZIONE

Tramite l’interfaccia software sono stati 

variati i flussi in entrata di ossigeno e argon.
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Preparazione dei substrati: Si e quarzo

Deposizione del film

Pulizia
Preparazione sul 

supporto

Montaggio nella 

camera

Parametri costanti:

Φ HMDSO = 10 sccm

Potenza = 800 W

Tempo = 10 min.
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RISULTATI, VARIAZIONE FLUSSO OSSIGENO
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Composizione

film

Composizione 

plasma
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RISULTATI, VARIAZIONE FLUSSO OSSIGENO
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RugositàAndamento

spessore
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RISULTATI, VARIAZIONE FLUSSO OSSIGENO E ARGON
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Composizione

film

Composizione 

plasma
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RISULTATI, VARIAZIONE FLUSSO OSSIGENO E ARGON
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RugositàAndamento

spessore
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CONCLUSIONI
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Flussi ottimali:

Φ HMDSO= 10 sccm

Φ O2 = 200 sccm

Φ Ar= 10 sccm

Discreto spessore

Ridotto contenuto 
organico

Rugosità bassa


